
AlGaN 系電流注入型 UV-Bレーザの光学特性評価 

Optical characterization of AlGaN based current injection type UV-B laser diode 
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UV-BレーザはDNAシーケンスなどのバイオ分野をはじめ多くの分野での応用が期待され半

導体レーザの実用化は非常に重要である。本応用物理学会で、本グループでは格子緩和した

AlGaN を用いることによって UV-B領域の電流注入によるレーザ発振を報告した。本発表では、

UV-B領域の電流注入レーザ発振を実現した試料の光学的特性を評価した。 

Fig. 1 に作製した試料のサンプル構造を示す。試料は 3 次元成長することによって低転位化

した n-AlGaN[1]上に下部ガイド層、2QW の活性層、上部ガイド層を成長させた。また、p-AlGaN

層には、2 段階組成傾斜層を用いた[2]。こちらの構造をデバイスプロセスすることによって Fig. 

2 のように閾値電流密度 52.8kA/cm2、発振波長 300.2nm のレーザ発振を確認した。この同じウ

ェハーを YAG レーザによる VSL測定を行った。Fig. 3 に利得スペクトルを示す。低励起密度励

起状態でも高い光学利得が得られていることが確認された。また、低エネルギー側の Gnet値が

内部ロスだと仮定すると、この試料の内部ロスは比較的低い値になることが確認された。さら

に得られた光学特性を光励起レーザの光学特性と比較すると、傾向が一致していることが確認

された。 
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